97-0072 lofl

Invertia se refex la microsi optoelectronia, tehnica de calcul, in particular la gitorii de informaie optici si
poate fi utiliza# in holografie.

Sunt deja cunosgupurtitori pentru Tnregistrarea imaginilor optigiea informaiei holografice [1], care corsdintr-
un substrat metalizat dieclectric, un strat foteativ, un strat de Tnregistrare dintr-un semicomalusticlossi un
electrod. Particuladitile acestei invetii sunt stratul fotoinjectiv complex, care este @xat din 10 perechi de
semistraturi succesive din #88; si In,S; si un al doilea electrod din aluminiu cu grosimeal@e.15 nm.

Este cunoscut de asemenea fiartil pentru Tnregistrarea imaginilor optigiea informaiei holografice [2], Tn care
pe substratul dielectric sunt amplasan strat conductor, un strat injectiv fotoserisibn strat de Tnregistragé un
electrod din pelicdl sulyire, particularitatea acestui pandr fiind relgia dintre grosimea stratului fotosensikila
celui injectiv.

Structura putttorului pentru Tnregistrarea imaginilor optigiea informaiei holografice este simplificatin solgia
cea mai apropiét[3] in baza unei structuri din peliégusuliire de aluminiu — calcogenusemiconductoare sticloas
— strat conductor.

Deficienta acestui puitor este dependem vitezei de derulare a re#élor chimice de condiile mediului exterior.
Variatia umidititii mediului inconjustor, a presiunii vaporilor de &gu 20 mm a c.m. este ingd de schimbarea
vitezei de derulare a redtor Tn purtator de 10 ori.

Problema pe care o rezahinvertia consi in oktinerea unui puitor cu timpul de pstrare a capaditi de
functionare mai lungi Tn simplificarea explodtii lui.

Esena inveniei consti in aceeapurtitorul pentru inregistrarea imaginilor optice ce tooa un substrat dielectric,
pe una din suprafele druia sunt amplasaconsecutiv un strat conductor transparent, uat gotosensibil de
inregistrare din stiglcalcogenia si un electrod din pelicélsuljire de aluminiu, este dotat cu un strat de pt@ec
optic transparent, depus pe electrodul din pelisuliire.

Rezultatul invetiei const in excluderea dependen desfisurarii proceselor chimice in putor de condiile
mediului exterior.

In figura este prezentat patorul propus, care coristlintr-un substrat dielectric (din stickau lavsan) 1 cu un strat
conductibil transparent 2, de exemplu $n@e care prin evaporare tertién vacuum este depus un strat
fotosensibil de inregistrare din stictalcogenig 3, un electrod superior din pelidusuliire de aluminiu 4si o
acoperire de protgie optic transpareats.

Tnregistrarea informei optice are loc la aplicarea campului electritrd stratul conductibil al substratuluis
electrodul 4. Tn rezultatul majai densititii curentului prin pofiunile iluminate ale pustorului Tn locurile de
exponate are loc fotodifuzia electrostimalat metalului electrodului 4 in stratul fotosensitiih stick calcogenia

3. Ca rezultat are loc o schimbare a ahilitde refractaresi permibiabilitate a pustorului, asadar are loc
inregistrarea informaei optice. Vitezasi calitatea Tnregistri depinde de parametrii campului electric, de
intensitatea luminigi de umiditatea mediului Tnconjitor.

Pentru a asigura pétorului o fotosensibilitate indlteste necesar, ca @ fie destul de uscat, deoarece pgsuna
saturgiei lui cu umezeal sensibilitatea lui se myoreaz brusc. Dar pe de d&ltparte la migorarea puternic a
umiditatii viteza interagunii electrostimulate a electroduluiséta stratului de Tnregistrare 3 scade brusc.

De aceea dupoltinerea putitorului este necesar a-figtra intr-o atmosférumedi pentru a-l satura cu vapori in
masura care asigéir caracteristicile fizico-chimice optime (multipltatea fotoreplicii, viteza de inten@une
electrostimulat a Al si CSS). Aa purtitor poate fi supus expéani imediate sau pentru a conserva starea aceasta,
cumsi este propus in inveia dati, se depune un strat optic transparent 5, carestligyipatrunderea umidiiii Tn
interiorul stratului fotosensibil de Tnregistraria gticld calcogenia 3si a electrodului 4.

In urma depunerii stratului de protiec este posibil o pastrare de lung durati a capacitii de fungionare a
purtatorului si se simplifica exploatarea lui.



